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１．概要（Summary） 

 本工程では、F-13-RO-0027 のゲート配線後の基板に

ついて、ソース、ドレイン領域にコンタクトホールを形成し、

それらの配線工程を実施した。なお、製作する 4 個のドラ

イバ回路の内、特性評価として Al 配線パターニング基板

を 1 枚、デバイス作製として Cu 配線パターン用基板を 3

枚として試作を進めた。 

 

２．実験（Experimental） 

 配線用絶縁膜として SiO2：膜厚 960 nmを堆積した後、

電子ビーム露光装置にて、コンタクトホール（サイズ:2 µm

×2 µm）のレジストパターンを形成した。次に、エッチャー

にて反応性ガス（CF4、H2）によるドライエッチングした後、

スパッタ装置にて Al を製膜した。その後、電子ビーム露

光装置にて、配線のレジストパターンを形成し、エッチャ

ーにより Al をエッチングし、レジストを除去して完成とした

（Fig. 1）。 

 また、Cu 配線をパターニングする基板については、上

記と同条件でコンタクトホールを形成した基板を 2 枚、配

線用金属膜の製膜を容易にするするため、等方性のウェ

ットエッチング、ドライエッチングの順にエッチングしてコン

タクトホールを形成した基板を１枚製作した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 コンタクトホールのサイズが微細なため、スパッタ装置に

よる製膜でAl電極とソース、ドレイン領域がコンタクト出来

ているかどうかを確認しながら進めた。また、Cu 配線用基

板のウェットエッチングについては、配線とゲート電極間

の絶縁性確保のため、コンタクトホールの配置検討やエッ

チング条件の探索を詳細に行った。 

 なお、Al配線のドライバ回路における任意の3素子のス

イッチング特性は Fig. 2 に示すとおりで、素子ごとのばら

つきはあるものの、その ON/OFF 特性が確認できた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 共同研究者等：田部井 哲夫、福山 正隆、横山 新（広

島大学） 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

Fig. 1. Optical microscope image of driver circuit 

(A-pattern:L=0.2 µm、W=8 µm） 
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Fig. 2. Id-Vg characteristics of MOSFET 

(A-pattern:L=0.2 µm、W=8 µm） 


